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(57)【要約】
　基板を準備し、前記基板上に少なくとも第１電極を複
数形成し、フォトリソグラフィ法により、前記第１電極
が形成された前記基板上に、感光性レジスト材料からな
り、前記第１電極のそれぞれに対応する箇所に開口を有
する隔壁層を形成し、前記開口のそれぞれに対して機能
性材料を含むインクを塗布し、さらに前記インクを乾燥
させることにより、機能層を形成し、前記機能層上に少
なくとも第２電極を形成する、有機ＥＬ表示パネルの製
造方法であって、前記隔壁層を形成する際に、前記第１
電極が形成された前記基板上に、前記感光性レジスト材
料を塗布し、前記感光性レジスト材料をマスク露光した
後に、現像処理を行うことにより、前記感光性レジスト
材料における前記第１電極のそれぞれに対応する箇所を
開口し、前記開口された前記感光性レジスト材料を全体
露光し、前記全体露光された前記感光性レジスト材料を
焼成する、有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を準備し、
　前記基板上に少なくとも第１電極を複数形成し、
　フォトリソグラフィ法により、前記第１電極が形成された前記基板上に、感光性レジス
ト材料からなり、前記第１電極のそれぞれに対応する箇所に開口を有する隔壁層を形成し
、
　前記開口のそれぞれに対して機能性材料を含むインクを塗布し、さらに前記インクを乾
燥させることにより、機能層を形成し、
　前記機能層上に少なくとも第２電極を形成する、
　有機ＥＬ表示パネルの製造方法であって、
　前記隔壁層を形成する際に、
　　前記第１電極が形成された前記基板上に、前記感光性レジスト材料を塗布し、
　　前記感光性レジスト材料をマスク露光した後に、現像処理を行うことにより、前記感
光性レジスト材料における前記第１電極のそれぞれに対応する箇所を開口し、
　　前記開口された前記感光性レジスト材料を全体露光し、
　　前記全体露光された前記感光性レジスト材料を焼成する、
　有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項２】
　前記感光性レジスト材料が、撥液性成分を含む、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項３】
　前記撥液性成分が、フッ素系化合物又はシロキサン系化合物である、
　請求項２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項４】
　前記隔壁層を形成する際に、
　　前記感光性レジスト材料に、撥液性を付与する表面処理を行う、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項５】
　前記表面処理が、フッ素系ガス雰囲気下におけるプラズマ処理である、
　請求項４に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項６】
　前記隔壁層を形成する際に、
　　前記焼成の後に、前記基板の上面側に紫外線を照射する、
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項７】
　前記全体露光の際に、全体が透光性を有するフォトマスクを用いて露光を行う、
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項８】
　前記感光性レジスト材料が、ネガ型の感光性を有する、
　請求項１から請求項７のいずれかに記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示パネルの製造方法に関し、特に、隔壁層の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ：電界発光）素子の発光を
利用した有機ＥＬ表示パネルの大型化について、研究・開発が進められている。有機ＥＬ
表示パネルでは、支持材である基板上に複数の有機ＥＬ素子が配列されており、各有機Ｅ
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Ｌ素子の発光が画素となって画像を表示する。有機ＥＬ素子は、機能性材料を含む機能層
、例えば有機発光材料を含む有機発光層などを一対の電極で挟んだ構造をしている。フル
カラー対応の有機ＥＬ表示パネルの有機発光層においては、赤色、緑色、青色にそれぞれ
発光する有機発光材料を用いる３色塗り分け方式が、発光効率・発光寿命・色再現性など
の観点から、主流となっている。なお、機能層は、有機発光層以外にも、正孔・電子注入
層、正孔・電子輸送層、正孔・電子阻止層、バッファ層などがあり、含有する機能性材料
及び有機ＥＬ素子中の位置によって、その機能が決定される。
【０００３】
　機能層の形成方法は、真空蒸着法などの乾式プロセスと、インクジェット法などの湿式
プロセスとに大別される。湿式プロセスは、機能性材料を含むインクの塗布及び乾燥によ
り機能層を形成する方法であり、機能層の形成精度、材料利用率などの点から、３色塗り
分け方式を用いた有機ＥＬ表示パネルの大型化に適した技術とされている。
【０００４】
　湿式プロセスでは、所定の塗布位置からインクが流出することを抑制するため、基板上
に複数の開口を有する隔壁層を形成した後に、開口のそれぞれに対してインクを塗布する
。この隔壁層は、感光性レジスト材料からなり、フォトリソグラフィ法により形成される
ことが一般的である。具体的には、感光性レジスト材料の基板上への塗布、マスク露光、
現像処理、焼成（ベーキング）などの工程を経て、複数の開口を有する隔壁層が形成され
る（例えば、特許文献１、２、３参照）。
【０００５】
　特に、現像後の感光性レジスト材料を焼成することにより、有機溶媒耐性が向上した隔
壁層を形成でき、インクの隔壁層への浸食を抑制できる（例えば、特許文献１参照）。ま
た、隔壁層が撥液性成分を含む場合、焼成により、撥液性成分が表面側へ移動するため、
隔壁層表面の撥液性を向上させることができる（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－１９１４８３号公報
【特許文献２】特開２０１４－７５２６０号公報
【特許文献３】特開２００８－２８７２５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、マスク露光及び現像処理によって開口された感光性レジスト材料を焼成する
と、感光性レジスト材料の開口付近の部分が開口側へ流動し（以下、この現象を「熱ダレ
」という）、開口の周囲に傾斜角度の小さい傾斜部が形成される。
【０００８】
　傾斜部の傾斜角度が小さいと、傾斜部が開口から露出する面を広く覆うため、有機ＥＬ
表示パネルにおける開口率を低下させてしまう。また、このような傾斜部は、インクが濡
れ広がる際の障害物となり、機能層の膜厚むらや形成不良の原因となる。よって、有機Ｅ
Ｌ表示パネルの製造においては、傾斜角度の小さい傾斜部が形成されないよう、熱ダレを
低減することが望ましい。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、隔壁層形成の際の熱ダレを低減できる有機ＥＬ表示パネルの
製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、基板を準備し、基板上に少
なくとも第１電極を複数形成する。また、当該製造方法では、フォトリソグラフィ法によ
り、第１電極が形成された基板上に、感光性レジスト材料からなり、第１電極のそれぞれ
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に対応する箇所に開口を有する隔壁層を形成する。また、当該製造方法では、開口のそれ
ぞれに対して機能性材料を含むインクを塗布し、さらにインクを乾燥させることにより、
機能層を形成し、機能層上に少なくとも第２電極を形成する。そして、当該製造方法では
、隔壁層を形成する際に、第１電極が形成された基板上に感光性レジスト材料を塗布し、
感光性レジスト材料をマスク露光した後に、現像処理を行うことにより、感光性レジスト
材料における第１電極のそれぞれに対応する箇所を開口する。さらに、当該製造方法では
、開口された感光性レジスト材料を全体露光し、全体露光された感光性レジスト材料を焼
成する。
【発明の効果】
【００１１】
　上記態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、マスク露光によって半感光領域と
なった感光性レジスト材料の開口付近の部分が、現像処理後の全体露光によって、十分に
感光される。したがって、その後の焼成による感光性レジスト材料の開口付近の部分の開
口側への流動が低減する。すなわち、上記態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法によ
ると、隔壁層形成の際の熱ダレを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】有機ＥＬ表示装置１の全体構成を示すブロック図である。
【図２】有機ＥＬ表示パネル１０の画像表示面の一部を拡大した模式平面図である。
【図３】（ａ）は図２のＸ－Ｘ線に沿った模式断面図であり、（ｂ）は図２のＹ－Ｙ線に
沿った模式断面図である。
【図４】有機ＥＬ表示パネル１０の製造過程を示す模式断面図であって、（ａ）は第１電
極及び正孔注入層形成工程を示す図であり、（ｂ）は画素規制層形成工程を示す図であり
、（ｃ）は隔壁層形成工程を示す図である。
【図５】有機ＥＬ表示パネル１０の製造過程を示す模式断面図であって、（ａ）は正孔輸
送層形成におけるインク塗布工程を示す図であり、（ｂ）は正孔輸送層形成におけるイン
ク乾燥工程を示す図であり、（ｃ）は有機発光層形成工程を示す図である。
【図６】有機ＥＬ表示パネル１０の製造過程を示す模式断面図であって、（ａ）は電子輸
送層形成工程を示す図であり、（ｂ）は第２電極形成工程を示す図であり、（ｃ）は薄膜
封止層形成工程を示す図である。
【図７】有機ＥＬ表示パネル１０の隔壁層形成工程を示す模式断面図であって、（ａ）は
感光性レジスト材料塗布工程を示す図であり、（ｂ）はマスク露光工程を示す図であり、
（ｃ）は現像工程を示す図である。
【図８】有機ＥＬ表示パネル１０の隔壁層形成工程を示す模式断面図であって、（ａ）は
全体露光工程を示す図であり、（ｂ）は焼成工程を示す図であり、（ｃ）は紫外線照射工
程を示す図である。
【図９】全体露光量に対する焼成前後の隔壁層形状を比較する断面写真である。
【図１０】インクの濡れ性を比較する平面写真である。
【図１１】インクの濡れ性を比較する平面写真である。
【図１２】有機ＥＬ表示パネル３０の画像表示面の一部を拡大した模式平面図である。
【図１３】有機ＥＬ表示パネルにおける隔壁層形成工程を示す模式断面図であって、（ａ
）は感光性レジスト材料塗布工程を示す図であり、（ｂ）はマスク露光（ネガ型）工程を
示す図であり、（ｃ）は現像工程を示す図である。
【図１４】有機ＥＬ表示パネルにおける隔壁層形成工程を示す模式断面図であって、り、
（ａ）は焼成工程を示す図であり、（ｂ）は紫外線照射工程を示す図であり、（ｃ）はマ
スク露光（ポジ型）工程を示す図である。
【図１５】（ａ）は露光量２００ｍＪ／ｃｍ2における焼成後の傾斜部を示す断面写真で
あり、（ｂ）は露光量３００ｍＪ／ｃｍ2における焼成後の傾斜部を示す断面写真であり
、（ｃ）は露光量４００ｍＪ／ｃｍ2における焼成後の傾斜部を示す断面写真である。
【発明を実施するための形態】



(5) JP WO2015/198603 A1 2015.12.30

10

20

30

40

50

【００１３】
　＜本発明の一態様に至った経緯＞
　図１３及び図１４は、有機ＥＬ表示パネルにおける隔壁層形成工程を示す模式断面図で
ある。図１３及び図１４では、第１電極１２、正孔注入層１３及び画素規制層１４が形成
された基板１１上に、隔壁層９５をフォトリソグラフィ法で形成する工程を示している。
隔壁層９５の形成は、塗布、マスク露光、現像、焼成、紫外線照射の順に行われる。
【００１４】
　具体的には、まず、図１３（ａ）に示すように、第１電極１２、正孔注入層１３及び画
素規制層１４が形成された基板１１上に感光性レジスト材料１５Ｐを塗布する。なお、感
光性レジスト材料１５Ｐはネガ型の感光性を有し、光の照射によって現像液に対する溶解
性が低下するものとする。
【００１５】
　次に、図１３（ｂ）に示すように、フォトマスク５１を基板１１の上方に配置した状態
で、フォトマスク５１の上方から基板１１に対して光Ｌ０を照射し、感光性レジスト材料
１５Ｐを露光する（マスク露光）。フォトマスク５１は、光Ｌ０を遮断する遮光部５１ａ
と、光Ｌ０を透過する透光部５１ｂとを有しており、フォトマスク５１の配置により、光
Ｌ０は透光部５１ｂを介してのみ感光性レジスト材料１５Ｐに到達する。したがって、感
光性レジスト材料１５Ｐは、透光部５１ｂの下方にある部分のみ感光し、当該部分の現像
液に対する溶解性が低下する。
【００１６】
　ここで、感光性レジスト材料１５Ｐの感光箇所は、フォトマスク５１の透光部５１ｂの
配置パターンと完全には一致しない。透光部５１ｂの端を通過した光Ｌ０の一部は、透光
部５１ｂの外側、すなわち遮光部５１ａ側へ広がる回折光Ｌ１となる。また、一部の光Ｌ
０は、感光性レジスト材料１５Ｐを透過し、その下方（第１電極１２など）で散乱反射し
て、透光部５１ｂの外側、すなわち遮光部５１ａ側へ広がる反射光Ｌ２となる。この回折
光Ｌ１及び反射光Ｌ２によって、感光性レジスト材料１５Ｐでは、透光部５１ｂの直下の
部分だけでなく、その周囲も感光する。
【００１７】
　回折光Ｌ１及び反射光Ｌ２は、透光部５１ｂを直進して通過する光Ｌ０と比較して強度
が低いため、透光部５１ｂ直下の感光性レジスト材料１５Ｐと比べ、その周囲の感光性レ
ジスト材料１５Ｐの感光量は小さい。すなわちマスク露光によって感光性レジスト材料１
５Ｐには、透光部５１ｂ直下の感光領域１５Ｐａと、感光領域１５Ｐａの周囲にあり感光
領域１５Ｐａより感光量の小さい半感光領域１５Ｐｂとが形成される。半感光領域１５Ｐ
ｂでは、感光領域１５Ｐａと同様に、現像液に対する溶解性は低下するが、感光領域１５
Ｐａと比べて硬化度は低い。
【００１８】
　次に、図１３（ｃ）に示すように、現像処理を行うと、ネガ型の感光性レジスト材料１
５Ｐでは、感光しなかった部分が現像液に溶解して除去され、感光領域１５Ｐａ及び半感
光領域１５Ｐｂが基板１１上に残る。これにより、感光性レジスト材料１５Ｐが開口され
、開口された部分からは正孔注入層１３及び画素規制層１４が露出する。なお、図１３（
ｃ）において、ハッチングを付さない画素規制層１４はその表面を表しており、画素規制
層１４が図１３（ｃ）に示す断面ではなく、当該断面の紙面奥側に存在していることを表
現している（以下、図１４においても同様である）。
【００１９】
　次に、図１４（ａ）に示すように、感光性レジスト材料１５Ｐを焼成すると、感光領域
１５Ｐａと比較して硬化度の低い半感光領域１５Ｐｂが高い流動性を有し、開口側へ大き
く流動する（熱ダレ）。これにより、開口の周囲に傾斜角度の小さい傾斜部９５ｂを有す
る隔壁層９５が形成される。ここで、「傾斜角度」とは、基板の上面に対する角度を指し
、基板の上面と平行な場合を０°、基板の上面と垂直な場合を９０°としている。
【００２０】
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　傾斜角度が小さい傾斜部９５ｂは、開口から露出する正孔注入層１３の上面を広く覆う
ため、有機ＥＬ表示パネルにおける開口率を低下させ、画素の高精細化の障害となる。ま
た、このような傾斜部９５ｂは、開口へのインクの塗布において、インクが濡れ広がる際
の障害物となり、湿式プロセスで形成した機能層の膜厚むらや形成不良の原因となる。特
に、湿式プロセスを用いる場合、一般に隔壁層９５の表面は撥液性を有しており、傾斜部
９５ｂがインクの濡れ性に与える影響は大きい。したがって、隔壁層の傾斜部における傾
斜角度はできるだけ大きい（９０°に近い）ことが好ましい。
【００２１】
　ここで、一般的なフォトリソグラフィ法においては、図１４（ｂ）に示すように、焼成
後の基板１１の上面側に紫外線ＵＶを照射する方法が用いられる。一定の露光量を超えて
紫外線ＵＶを照射すると、傾斜部９５ｂが分解除去され、開口から露出する正孔注入層１
３の上面を広げることができ、開口内の濡れ性を向上させることができる。
【００２２】
　しかし、傾斜角度が小さく、開口側に広がった傾斜部９５ｂを十分に分解除去するため
には、紫外線ＵＶの露光量を大きくする必要がある。この場合、傾斜部９５ｂ以外の隔壁
層９５の部分も相当量が分解除去され、当該部分の膜厚や撥液性が大きく減少する。一般
的なフォトリソグラフィ法では、隔壁層に相当する部分はエッチング液の浸透防止や、隔
壁層上の層の除去（リフトオフ）のためのものであり、傾斜部以外の部分の膜厚や撥液性
が減少しても問題は少ない。一方、湿式プロセスを用いた有機ＥＬ表示パネルの製造にお
いては、隔壁層の膜厚や撥液性が低下すると、インク塗布の際に、インクが隔壁層を越え
て隣接する開口へ流出する場合がある。インクが隔壁層を越えて流出すると、機能層の膜
厚むらや形成不良の原因となり、また３色塗り分け方式を採用する場合、インクの混色に
よる画素の発色不良の原因ともなり、問題となる。よって、このような有機ＥＬ表示パネ
ルの製造においては、紫外線ＵＶの照射によって、傾斜角度の小さい傾斜部９５ｂを十分
除去することが難しく、紫外線照射などの後処理によらず、焼成後の傾斜部の傾斜角度を
大きくすることが求められる。すなわち、隔壁層形成の際の熱ダレを低減することが望ま
しい。
【００２３】
　なお、上記の大きな熱ダレの原因となる半感光領域は、ネガ型の感光性レジスト材料を
用いた場合に限らず発生する。図１４（ｃ）は、ポジ型の感光性を有する感光性レジスト
材料１５Ｐｘを遮光部６１ａと透光部６１ｂとがパターニングされたフォトマスク６１を
用いて露光する工程を示す。感光性レジスト材料１５Ｐｘでは、光Ｌ０の照射によって透
光部６１ｂの下方にある部分のみ感光し、現像液に対する溶解性が増加する。
【００２４】
　このとき、透光部６１ｂの端を通過した光Ｌ０の一部は、透光部６１ｂの外側、すなわ
ち遮光部６１ａ側へ広がる回折光Ｌ１となる。また、一部の光Ｌ０は、感光性レジスト材
料１５Ｐｘを透過し、その下方で散乱反射して、透光部６１ｂの外側、すなわち遮光部６
１ａ側へ広がる反射光Ｌ２となる。したがって、ポジ型の感光性レジスト材料１５Ｐｘを
用いた場合においても、マスク露光によって、感光性レジスト材料１５Ｐｘには、透光部
６１ｂ直下の部分（感光領域）の周囲に、半感光領域が形成される。
【００２５】
　感光性レジスト材料１５Ｐｘの半感光領域では、感光しなかった領域と同様に、現像液
に対する溶解性は比較的低いが、感光しなかった領域と比べて硬化度が低下している。よ
って、ポジ型の感光性レジスト材料１５Ｐｘを用いた場合でも、同様に開口の周囲に傾斜
角度の小さい傾斜部が形成される。すなわち、ポジ型の感光性レジスト材料１５Ｐｘを用
いる場合においても、隔壁層形成の際の熱ダレを低減することが望ましい。
【００２６】
　ここで、熱ダレを防ぐために、マスク露光時の露光量を増やすことも考えられる。図１
５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、それぞれ露光量２００ｍＪ／ｃｍ2、露光量３００ｍＪ／
ｃｍ2、露光量４００ｍＪ／ｃｍ2における焼成後の傾斜部を示す断面写真である。図１５
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（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、露光量を増やしても、焼成後の傾斜部９５ｂの傾
斜角度はあまり変化しておらず、熱ダレが発生していることが分かる。これは以下の理由
による。
【００２７】
　露光量を増やすことにより、例えば図１３（ｂ）において、回折光Ｌ１及び反射光Ｌ２
の光量は増加するため、感光領域１５Ｐａ近傍の半感光領域１５Ｐｂの硬化度は向上する
。しかし、増加した回折光Ｌ１及び反射光Ｌ２は、さらに感光性レジスト材料１５Ｐの外
側（遮光部５１ａ側）に浸透し、硬化度が向上した半感光領域１５Ｐｂの外側に硬化度の
低い半感光領域１５Ｐｂを形成する。したがって、露光量を増やすと、熱ダレを低減でき
ないばかりか、半感光領域１５Ｐｂが広がることで傾斜部９５ｂの範囲が広がり、かえっ
て開口率の低下、機能層の膜厚むらや形成不良の増加を引き起こす結果となる。
【００２８】
　そこで、本願の発明者は、隔壁層形成の際の熱ダレを低減すべく、以下に説明する本発
明の一態様に至ったのである。
【００２９】
　＜本発明の一態様の概要＞
　本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、基板を準備し、基板上に少
なくとも第１電極を複数形成する。また、当該製造方法では、フォトリソグラフィ法によ
り、第１電極が形成された基板上に、感光性レジスト材料からなり、第１電極のそれぞれ
に対応する箇所に開口を有する隔壁層を形成する。また、当該製造方法では、開口のそれ
ぞれに対して機能性材料を含むインクを塗布し、さらにインクを乾燥させることにより、
機能層を形成し、機能層上に少なくとも第２電極を形成する。そして、当該製造方法では
、隔壁層を形成する際に第１電極が形成された基板上に、感光性レジスト材料を塗布し、
感光性レジスト材料をマスク露光した後に、現像処理を行うことにより、感光性レジスト
材料における第１電極のそれぞれに対応する箇所を開口する。さらに、当該製造方法では
、開口された感光性レジスト材料を全体露光し、全体露光された感光性レジスト材料を焼
成する。
【００３０】
　上記態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、マスク露光によって半感光領域と
なった感光性レジスト材料の開口付近の部分が、現像処理後の全体露光によって、十分に
感光される。したがって、その後の焼成による感光性レジスト材料の開口付近の部分の開
口側への流動が低減する。すなわち、上記態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法によ
ると、隔壁層形成の際の熱ダレを低減できる。
【００３１】
　また、本発明の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、上記態様において、
感光性レジスト材料が、撥液性成分を含む。
【００３２】
　また、本発明の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、上記態様において、
撥液性成分が、フッ素系化合物又はシロキサン系化合物である。
【００３３】
　また、本発明の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、上記態様において、
隔壁層を形成する際に、感光性レジスト材料に、撥液性を付与する表面処理を行う。
【００３４】
　また、本発明の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、上記態様において、
表面処理が、フッ素系ガス雰囲気下におけるプラズマ処理である。
【００３５】
　上記態様に係る製造方法では、形成した隔壁層の表面が撥液性を有するため、隔壁層を
越えてインクが流出することをより低減できる。また、当該製造方法では、隔壁層形成の
際の熱ダレが低減されることにより、開口周囲の部分の傾斜角度が大きい隔壁層を形成で
き、隔壁層が撥液性を有していても、開口内の濡れ性に与える影響を低減できる。
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【００３６】
　また、本発明の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、上記態様において、
隔壁層を形成する際に、焼成の後に、基板の上面側に紫外線を照射する。上記態様に係る
製造方法では、紫外線照射により、開口内の濡れ性を向上させることができる。また、当
該製造方法では、隔壁層形成の際の熱ダレが低減されることにより、開口周囲の部分の傾
斜角度が大きい隔壁層を形成できる。よって、当該製造方法では、過度な紫外線の照射に
よらず開口内の濡れ性を確保でき、製造条件に応じた紫外線照射量の最適化を図ることが
できる。
【００３７】
　また、本発明の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、上記態様において、
全体露光の際に、全体が透光性を有するフォトマスクを用いて露光を行う。上記態様に係
る製造方法では、マスク露光と全体露光との露光条件が合わせやすくなり、感光性レジス
ト材料の感光領域の安定化、製造工程の簡略化などを実現できる。
【００３８】
　また、本発明の別態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法では、上記態様において、
感光性レジスト材料が、ネガ型の感光性を有する。上記態様に係る製造方法では、現像処
理後の感光性レジスト材料が逆テーパー形状となり、隔壁層の開口周囲の部分の傾斜角度
をより大きく形成しやすい。
【００３９】
　なお、本願において「上」とは、絶対的な空間認識における上方向（鉛直上方）を指す
ものではなく、有機ＥＬ表示パネルの積層構造における積層順を基に、相対的な位置関係
により規定されるものである。具体的には、有機ＥＬ表示パネルにおいて、基板の主面に
垂直な方向であって、基板から積層物側に向かう側を上方向とする。また、例えば「基板
上」と表現した場合は、基板に直接接する領域のみを指すのではなく、積層物を介した基
板の上方の領域も含めるものとする。
【００４０】
　＜実施の形態＞
　以下では、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法について、図面を参照
しながら説明する。なお、図面は模式的なものを含んでおり、各部材の縮尺や縦横の比率
などが実際とは異なる場合がある。また、本願において、平面図、平面写真とは、対象物
を垂直上方から見た図、写真であり、有機ＥＬ表示パネルにおいては、当該パネルを基板
上面の垂直上方から見た図、写真である。
【００４１】
　１．有機ＥＬ表示装置１の全体構成
　図１は、有機ＥＬ表示装置１の全体構成を示すブロック図である。有機ＥＬ表示装置１
は、例えば、テレビ、パーソナルコンピュータ、携帯端末、業務用ディスプレイ（電子看
板、商業施設用大型スクリーン）などに用いられる表示装置である。有機ＥＬ表示装置１
は、有機ＥＬ表示パネル１０と、これに電気的に接続された駆動制御部２０とを備える。
【００４２】
　有機ＥＬ表示パネル１０（以下、「パネル１０」という。）は、例えば上面が長方形状
の画像表示面であるトップエミッション型の表示パネルである。パネル１０では、画像表
示面に沿って複数の有機ＥＬ素子（不図示）が配列され、各有機ＥＬ素子の発光を組み合
わせて画像を表示する。なお、パネル１０は、一例として、アクティブマトリクス方式を
採用している。
【００４３】
　駆動制御部２０は、パネル１０に接続された駆動回路２１と、計算機などの外部装置又
はアンテナなどの受信装置に接続された制御回路２２とを有する。駆動回路２１は、各有
機ＥＬ素子に電力を供給する電源回路、各有機ＥＬ素子への供給電力を制御する電圧信号
を印加する信号回路、一定の間隔ごとに電圧信号を印加する箇所を切り替える走査回路な
どを有する。制御回路２２は、外部装置や受信装置から入力された画像情報を含むデータ
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に応じて、駆動回路２１の動作を制御する。
【００４４】
　なお、図１では、一例として、駆動回路２１がパネル１０の周囲に４つ配置されている
が、駆動制御部２０の構成はこれに限定されるものではなく、駆動回路２１の数や位置は
適宜変更可能である。
【００４５】
　２．パネル１０の構成
　（１）平面構成
　図２は、パネル１０の画像表示面の一部を拡大した模式平面図である。パネル１０では
、一例として、赤色、緑色、青色にそれぞれ発光する副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢが順
に配列され、一組の副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢは、一つの画素Ｐを構成する。それぞ
れの輝度が階調制御された副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢの発光を組み合わせることによ
り、画素Ｐはフルカラーを表現することが可能である。
【００４６】
　パネル１０では、一例として、ラインバンク方式を採用している。すなわち、パネル１
０は、図２のＸ軸方向に延伸する直線状の部分が、Ｙ軸方向に間隔をあけて複数配列され
た形状の画素規制層１４と、Ｙ軸方向に延伸する直線状の部分が、Ｘ軸方向に間隔をあけ
て複数配列された形状の隔壁層１５とを備える。そして、隔壁層１５の直線状の部分同士
の間の領域である開口１５ａでは、画素規制層１４が存在しない領域ごとに、有機ＥＬ素
子が形成されている。
【００４７】
　副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢは、具体的には、上記有機ＥＬ素子が形成された各開口
１５ａ内の領域であり、当該領域に形成された有機ＥＬ素子の発光を画像表示面側から取
り出すことにより発光する。副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢの発光色は、有機ＥＬ素子の
発光色そのものでも良いし、有機ＥＬ素子の発光色をカラーフィルタによって補正したも
のであってもよい。
【００４８】
　なお、開口１５ａのそれぞれには、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢのいずれか一種類の
みが配列される。すなわち開口１５ａのそれぞれには、副画素ＳＰＲが並ぶ副画素列ＬＲ
、副画素ＳＰＧが並ぶ副画素列ＬＧ、副画素ＳＰＢが並ぶ副画素列ＬＢのいずれかが配置
されている。
【００４９】
　（２）断面構成
　図３（ａ）は、図２のＸ－Ｘ線に沿った模式断面図であり、図３（ｂ）は、図２のＹ－
Ｙ線に沿った模式断面図である。図３（ａ）、（ｂ）では、一例として、副画素ＳＰＧの
断面構成を中心に記載しているが、副画素ＳＰＲ及びＳＰＢについても図３（ａ）、（ｂ
）と同様の構成となっている。
【００５０】
　パネル１０は、基板１１、第１電極１２、正孔注入層１３、画素規制層１４、隔壁層１
５、正孔輸送層１６Ａ、有機発光層１６Ｂ、電子輸送層１７、第２電極１８及び薄膜封止
層１９を備える。また、この内、正孔輸送層１６Ａ及び有機発光層１６Ｂは湿式プロセス
で形成されている。なお、この積層構成は、あくまで一例であって、この他に電子注入層
、阻止層、バッファ層などが積層されていてもよい。また、上記の各層の一部が省略され
ていてもよい。また、電子注入輸送層のように、物理的に一つの層が、複数の機能を有し
ていてもよい。
【００５１】
　ａ．基板１１
　基板１１は、パネル１０の支持部材である。図示は省略するが、基板１１では、長方形
平板状の基板本体上に、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）層が形成
されている。
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【００５２】
　基板本体は、電気絶縁性を有する材料又は電気絶縁性を有する材料をコーティングした
アルミニウムやステンレスなどの金属材料で形成される。電気絶縁性を有する材料として
は、例えば、無アルカリガラス、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、硼酸系ガ
ラス、石英ガラスなどのガラス材料である。また当該材料は、例えば、アクリル系樹脂、
スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリ
エステル系樹脂、ポリイミド系樹脂、シリコーン系樹脂などの樹脂材料であってもよい。
また当該材料は、例えば、酸化アルミニウムなどの金属酸化物材料であってもよい。
【００５３】
　有機ＥＬ素子は水分や酸素などと反応して劣化する場合があるため、基板本体には水分
透過度の低い材料、例えばガラスや金属などを用いて、有機ＥＬ素子下部からの水分や酸
素の浸透を抑制することが好ましい。また、基板本体に樹脂材料を用いる場合は、樹脂材
料の上面に、例えば窒化シリコン、酸窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの水分透過度
の低い薄膜をコーティングすることが好ましい。
【００５４】
　ＴＦＴ層は、基板本体上に形成された電子回路の層であり、有機ＥＬ素子への電力供給
回路や供給電力の制御回路などが配置されている。具体的には、ＴＦＴ層は基板本体上に
配置された半導体の層、導電体の層及び電気絶縁体の層からなる積層であり、この積層構
成によって、ＴＦＴ素子、コンデンサ素子、配線などの電子回路素子が構成される。また
、ＴＦＴ層の最上部には、層間絶縁層（不図示）が形成され、基板１１の上面は平坦化さ
れている。
【００５５】
　半導体の層は、例えば、シリコンなどの一般的な半導体材料、インジウム－亜鉛－ガリ
ウム酸化物などの酸化物半導体材料、多環芳香族化合物などの平面方向に広がったπ電子
共役系を有する有機半導体材料などで形成される。導電体の層は、例えば、アルミニウム
（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）などの金属材料、黒鉛、カーボンナノチューブなどの
炭素材料、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）や酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）などの導電性
酸化物材料などで形成される。電気絶縁体の層は、例えば、窒化シリコン、酸化シリコン
、酸窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの無機材料、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹
脂、シリコーン系樹脂、フェノール系樹脂などの有機材料などで形成される。層間絶縁層
は、電気絶縁性を有するパターニング可能な材料、例えば、アクリル系樹脂、ポリイミド
系樹脂、シリコーン系樹脂、フェノール系樹脂などの有機材料で形成される。
【００５６】
　なお、ＴＦＴ層には、層間絶縁層とは別にパッシベーション層として、ＴＦＴ層の電子
回路素子全体を覆う窒化シリコンや酸化アルミニウムなどを材料とする層が形成されても
よい。
【００５７】
　ｂ．第１電極１２
　第１電極１２は、基板１１上に複数形成された電極であり、有機発光層１６Ｂに正孔を
供給する陽極としての役割を有する。また、第１電極１２のそれぞれは、各有機ＥＬ素子
の配置を規定しており、各副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢに対応して基板１１上で行列状
に配列されている。
【００５８】
　第１電極１２は、例えば、Ａｌ、銀（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ
）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、ニッケル（Ｎｉ）、亜鉛（Ｚｎ）などの金属材料
で形成される。また、これらの金属材料を組み合わせた合金材料や、金属材料・合金材料
を積層した多層構造で形成されていてもよい。さらに、第１電極１２と正孔注入層１３と
の接合性の向上や、第１電極１２の酸化を防ぐ目的で、これらの層上にＩＴＯ、ＩＺＯな
どの透明導電性酸化物材料からなる層を形成してもよい。さらに、第１電極１２の最下層
には、ウェットエッチングによる浸食や、下層への水素の拡散などを抑制する目的で、酸
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化タングステンなどの金属酸化物材料からなるバリアメタル層を形成してもよい。
【００５９】
　なお、正孔を供給する観点からは、第１電極１２には仕事関数の高い材料を用いること
が好ましい。また、トップエミッション型であるパネル１０では、第１電極１２に光反射
性を付与することが好ましい。
【００６０】
　ｃ．正孔注入層１３
　正孔注入層１３は、第１電極１２上に形成された層であって、第１電極１２から有機発
光層１６Ｂへの正孔の供給（正孔注入）におけるエネルギー障壁を低下させ、正孔注入を
容易にする役割を有する。パネル１０では、正孔注入層１３が第１電極１２ごとに独立し
て形成され、基板１１上に行列状に配列されている。正孔注入層１３は、機能性材料とし
て、適切なイオン化エネルギーを有する材料を用いて形成される。このような材料として
は、例えば、Ａｇ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｗ、Ｎｉ、バナジウム（Ｖ）、イリジウム（Ｉｒ）など
の酸化物である金属酸化物材料や、ＰＥＤＯＴ（ポリチオフェンとポリスチレンスルホン
酸との混合物）などである。
【００６１】
　ｄ．画素規制層１４
　画素規制層１４は、図３（ｂ）に示すように、第１電極１２及び正孔注入層１３の端部
を覆うように形成された電気絶縁性を有する層であって、各開口１５ａ内で隣接する副画
素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢ同士の間の電気絶縁性を向上させる役割を有する。また、画素
規制層１４は、正孔輸送層１６Ａの上面よりも低く形成され、正孔輸送層１６Ａ及び有機
発光層１６Ｂを開口１５ａ内で区切らずに連続させる役割も有する。なお、パネル１０で
は、画素規制層１４は、各第１電極１２及び各正孔注入層１３の端部のうち、図２のＹ軸
方向上下の端部を覆うようにＸ軸方向に連続して形成されている。このため、画素規制層
１４は、Ｘ軸方向に延伸する部分が、Ｙ軸方向に間隔をあけて複数配列された形状となっ
ている。
【００６２】
　画素規制層１４の材料は、例えば、窒化シリコン、酸化シリコン、酸窒化シリコン、酸
化アルミニウムなどの無機材料、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック型フェ
ノール系樹脂などの有機材料などで形成される。また、正孔輸送層１６Ａを形成する際、
開口１５ａ内に機能性材料を含むインクが濡れ広がりやすいように、画素規制層１４の表
面はインクに対する親液性を有することが好ましい。すなわち、画素規制層１４の材料は
後述の撥液性成分を含まないことが好ましい。
【００６３】
　ｅ．隔壁層１５
　隔壁層１５は、第１電極１２、正孔注入層１３及び画素規制層１４が形成された基板１
１上に形成され、第１電極１２のそれぞれに対応する箇所に開口１５ａを有する層である
。より具体的には、パネル１０では、開口１５ａは、各第１電極１２の上方において正孔
注入層１３を露出するように形成される。また、開口１５ａは、図２のＹ軸方向に並ぶ正
孔注入層１３同士の間にある画素規制層１４も露出させ、Ｙ軸方向に連続するように形成
されている。このため、隔壁層１５は、Ｙ軸方向に延伸する部分が、Ｘ軸方向に間隔をあ
けて複数配列された形状、いわゆるラインバンク形状となっている。
【００６４】
　隔壁層１５は、正孔輸送層１６Ａや有機発光層１６Ｂを形成する際に、機能性材料を含
むインクが所定の塗布位置から流出することを抑制し、また、形成後の正孔輸送層１６Ａ
や有機発光層１６Ｂを区画して電気的に絶縁する役割を有する。
【００６５】
　隔壁層１５は、例えば、電気絶縁性を有し、フォトリソグラフィ法によりパターニング
が可能な感光性レジスト材料からなる。感光性レジスト材料の例としては、アクリル系樹
脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック型フェノール系樹脂などである。なお、隔壁層１５は
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、感光性レジスト材料以外の材料を含有していてもよい。また、感光性レジスト材料の感
光性は、感光によって現像液に対する溶解性が低下するネガ型、感光によって現像液に対
する溶解性が増加するポジ型のいずれであってもよいが、ネガ型であることが好ましい。
一般的に、上方から露光した場合の感光性レジスト材料の感光領域は、上方が広く、下方
が狭い逆テーパー形状となりやすい。したがって、感光領域が残るネガ型では、現像処理
後の感光性レジスト材料が逆テーパーに近い形状となり、隔壁層１５の傾斜部の傾斜角度
をより大きく形成しやすい。
【００６６】
　なお、隔壁層１５は、後述するパネル１０の製造方法から、有機溶媒や熱に対する耐性
を有することが好ましい。また、インクの流出を抑制するために、隔壁層１５の表面は撥
液性を有することが好ましく、例えば、隔壁層１５に撥液性成分を含む材料を用いるか、
隔壁層１５に撥液性を付与する表面処理を行うことが好ましい。撥液性成分としては、例
えば、フッ素系化合物、シロキサン系化合物である。この撥液性成分は、例えば独立した
材料として、感光性レジスト材料１５Ｐ中に混合されてもよいし、例えば、特許文献３に
記載の撥液レジスト組成物などのように、感光性レジスト材料１５Ｐの共重合体中に含有
されてもよい。撥液性を付与する表面処理としては、例えばフッ素ガス雰囲気下における
プラズマ処理などを用いることができる。
【００６７】
　ｆ．正孔輸送層１６Ａ
　正孔輸送層１６Ａは、湿式プロセスによって隔壁層１５の開口１５ａのそれぞれに形成
された層であって、第１電極１２から供給された正孔の有機発光層１６Ｂへの輸送性を向
上させる役割を有する。なお、ラインバンク方式を採用するパネル１０では、正孔輸送層
１６Ａは、各開口１５ａに沿って図２のＹ軸方向に延伸する形状であり、各開口１５ａ内
のすべての第１電極１２（正孔注入層１３）及び画素規制層１４を覆うように連続する。
すなわち、各副画素列ＬＲ、ＬＧ、ＬＢに並ぶ副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢは、正孔輸
送層１６Ａを共有する。
【００６８】
　正孔輸送層１６Ａは、機能性材料として、正孔の移動度が比較的高い有機材料を用いて
形成される。このような材料としては、例えば、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール
誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾ
ロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘
導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラ
ゾン誘導体、スチルベン誘導体、ポリフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物、スチ
リルアミン化合物、ブタジエン化合物、ポリスチレン誘導体、トリフェニルメタン誘導体
、テトラフェニルベンジン誘導体（いずれも特開平５－１６３４８８号公報に記載）など
である。
【００６９】
　ｇ．有機発光層１６Ｂ
　有機発光層１６Ｂは、正孔輸送層１６Ａと同様に、湿式プロセスによって隔壁層１５の
開口１５ａのそれぞれに形成された層であって、第１電極１２及び第２電極１８から供給
された正孔及び電子の再結合による発光（電界発光現象）が行われる層である。また、ラ
インバンク方式を採用するパネル１０では、有機発光層１６Ｂは、正孔輸送層１６Ａと同
様に各開口１５ａに沿って図２のＹ軸方向に延伸する形状であり、各開口１５ａ内の正孔
輸送層１６Ａ全面を覆うように連続する。すなわち、各副画素列ＬＲ、ＬＧ、ＬＢに並ぶ
副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢは、有機発光層１６Ｂを共有する。ただし、有機発光層１
６Ｂは、第１電極１２の上方にある部分のみが発光し、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢご
とに独立して発光する。
【００７０】
　有機発光層１６Ｂは、機能性材料として、電界発光現象によって発光する有機発光材料
を用いて形成される。有機発光材料としては、例えば、オキシノイド化合物、ペリレン化
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合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化
合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物
、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネ
ン化合物、キノロン化合物、アザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体
、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペンタジエン化合
物、スチルベン化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、
ジシアノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化
合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリ
リウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサンテン化
合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、８－ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、
２－ビピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩とＩＩＩ族金属との錯体、オキシン金属錯体
、希土類錯体等の蛍光物質（いずれも特開平５－１６３４８８号公報に記載）などの公知
の蛍光物質、燐光物質である。また、例えば、上記の蛍光物質、燐光物質をドーパントと
した有機化合物の混合層であってもよい。なお、パネル１０では、副画素列ＬＲ、ＬＧ、
ＬＢの有機発光層１６Ｂに、それぞれ赤色、緑色、青色に発光する有機発光材料を用いる
３色塗り分け方式を採用し、フルカラーに対応している。
【００７１】
　ｈ．電子輸送層１７
　電子輸送層１７は、隔壁層１５及び有機発光層１６Ｂが形成された基板１１全体を覆う
ように形成された層であって、第２電極１８から供給された電子の有機発光層１６Ｂへの
輸送性を向上させる役割を有する。
【００７２】
　電子輸送層１７は、機能性材料として、電子の移動度が比較的高い有機材料を用いて形
成される。このような材料としては、例えば、ニトロ置換フルオレノン誘導体、チオピラ
ンジオキサイド誘導体、ジフェキノン誘導体、ペリレンテトラカルボキシル誘導体、アン
トラキノジメタン誘導体、フレオレニリデンメタン誘導体、アントロン誘導体、オキサジ
アゾール誘導体、ペリノン誘導体、キノリン錯体誘導体（いずれも特開平５－１６３４８
８号公報に記載）、リンオキサイド誘導体、トリアゾール誘導体、トジアジン誘導体、シ
ロール誘導体、ジメシチルボロン誘導体、トリアリールボロン誘導体などである。
【００７３】
　ｉ．第２電極１８
　第２電極１８は、有機発光層１６Ｂ上に形成された電極であって、パネル１０では、電
子輸送層１７を覆うように基板１１全体に渡って形成されている。第２電極１８は、有機
発光層１６Ｂに電子を供給する陰極としての役割を有する。
【００７４】
　第２電極１８は、例えば、ＩＴＯやＩＺＯなどの透明導電性酸化物材料や、透明導電性
酸化物材料からなる層に、Ａｇ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、白金（Ｐｔ）、パラジウム（
Ｐｄ）などの金属材料又はこれらの合金材料の層を積層して形成される。
【００７５】
　なお、電子を供給する観点からは、第２電極１８には仕事関数の低い材料を用いること
が好ましい。また、トップエミッション型であるパネル１０では、第２電極１８には、例
えば光透過率８０％以上などの高い光透過率を有する材料を用いることが好ましい。
【００７６】
　ｊ．薄膜封止層１９
　薄膜封止層１９は、上記第１電極１２から第２電極１８までの各部材が形成された基板
１１全体を覆うように形成された層であり、各部材が水分や酸素などに晒されることを抑
制する役割を有する。薄膜封止層１９は、水分透過度の低い材料、例えば、窒化シリコン
、酸窒化シリコン、酸化炭素、窒化炭素、酸化アルミニウムなどの無機材料で形成される
。また、トップエミッション型であるパネル１０では、薄膜封止層１９に、高い光透過性
を有し、第２電極１８との屈折率の差が小さい材料を用いることが好ましい。
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【００７７】
　ｋ．その他
　パネル１０では、以上の部材が形成された基板１１上に、ガラス材料などの水分透過性
の低い材料で形成された封止板を配置してもよい。このとき、基板１１と封止板との間は
、例えば硬化性樹脂材料からなる接着層などによって接合される。これにより、基板１１
上の各有機ＥＬ素子に対する水分や酸素などの浸透をさらに抑制することができる。
【００７８】
　また、封止板の副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢに対応する位置に、カラーフィルタを配
置してもよい。これにより、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢの発光色を補正することがで
きる。さらに、封止板の副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢ同士の間に対応する位置及び封止
板の周縁領域にブラックマトリクスを配置してもよい。これにより、パネル１０の画像表
示面における外光の反射を抑制し、また、画像表示面における画素Ｐとそれ以外の部分と
のコントラストを向上させることができる。
【００７９】
　なお、上記の断面構成はあくまで一例であって、例えば、図３（ａ）では電子輸送層１
７及び第２電極１８は、複数の開口１５ａに渡って形成されているが、これらの全部又は
一部が開口１５ａごと又は副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢごとに形成されていてもよい。
また、例えば、図３（ａ）、（ｂ）では正孔注入層１３が、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰ
Ｂごとに形成されていたが、開口１５ａごと又は複数の開口１５ａに渡って形成されてい
てもよい。
【００８０】
　３．パネル１０の製造方法
　（１）全体工程
　以下に、本発明の一態様であるパネル１０の製造方法について、全体工程を説明する。
図４、図５及び図６は、パネル１０の製造過程を示す模式断面図である。なお、図４、図
５及び図６に示す断面は図３（ａ）の副画素ＳＰＧの断面に相当するものである。また、
図４（ｂ）、（ｃ）に示すハッチングを付さない画素規制層１４は、当該断面に存在する
ものではなく、当該断面の紙面奥側に存在する画素規制層１４の表面を表現している。
【００８１】
　ａ．基板準備
　最初に、基板１１を準備する。具体的には、電気絶縁性材料を平板状に成形した基板本
体を用意し、基板本体上にＴＦＴ層を形成する。ＴＦＴ層の形成は、例えば、以下のよう
にすることができる。
【００８２】
　まず、基板本体上に所定の形状にパターニングされた半導体材料の層、導電体材料の層
又は電気絶縁体材料の層を形成し、これを繰り返して所定の電子回路を形成する。各層の
形成には、各層の材料に応じて、例えば、真空蒸着法、電子ビーム蒸着法、イオンプレー
ティング法、気層成長法などの乾式プロセスや、印刷法、スピンコート法、インクジェッ
ト法、ディスペンス法、ダイコート法などの湿式プロセスを用いることができる。各層の
パターニングには、例えば、フォトリソグラフィ法、シャドウマスク法、メタルマスク法
などを用いてもよいし、湿式プロセスで直接所定の形状に形成してもよい。また、必要に
応じて形成した各層にプラズマ注入、イオン注入、ベーキングなどの処理を行ってもよい
。
【００８３】
　次に、当該電子回路を覆うように、パッシベーション層、層間絶縁層を順に形成する。
パッシベーション層及び層間絶縁層の形成には、各層の材料に応じて、上記の乾式プロセ
ス、湿式プロセスを用いることができる。なお、電子回路内のＴＦＴ素子と第１電極１２
とが電気的に接続できるよう、パッシベーション層及び層間絶縁層には、所定の位置に開
口（コンタクトホール）を形成する。コンタクトホールの形成には、上記のパターニング
法を用いることができる。
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【００８４】
　ｂ．第１電極及び正孔注入層形成
　次に、基板１１上に、第１電極１２及び正孔注入層１３を複数形成する。例えば、まず
、スパッタリング法で基板１１上に金属薄膜を形成した後に、続けて反応性スパッタリン
グ法で金属薄膜上に金属酸化物の薄膜を形成する。次に、金属酸化物の薄膜上にフォトレ
ジスト材料を塗布した後に、フォトリソグラフィ法でフォトレジスト材料をパターニング
し、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢを形成する行列状の領域にのみフォトレジスト材料を
残す。次に、ドライエッチング法、ウェットエッチング法をこの順に続けて用い、フォト
レジスト材料が配置されていない箇所において金属酸化物の薄膜、金属薄膜をエッチング
する。最後に、金属酸化物の薄膜上のフォトレジスト材料及び残渣を除去すれば、行列状
に配列された金属薄膜からなる第１電極１２及び金属酸化物の薄膜からなる正孔注入層１
３を形成できる（図４（ａ））。このように第１電極１２及び正孔注入層１３を連続して
エッチングすることで、製造プロセスを効率化することができる。また、同一のフォトレ
ジストを用いてパターニングすることにより、第１電極１２と正孔注入層１３との位置合
わせの精度が向上する。
【００８５】
　なお、第１電極１２及び正孔注入層１３の形成方法は、上記のスパッタリング法、反応
性スパッタリング法及びフォトリソグラフィ法の組み合わせに限られず、材料に応じて、
上記に例示した乾式プロセス、湿式プロセス、パターニング法を用いることができる。ま
た、第１電極１２の最下層にバリアメタル層を配置する場合は、金属薄膜の形成前に金属
酸化物の薄膜を形成しておき、金属薄膜をウェットエッチングした後に、さらに金属酸化
物の薄膜をドライエッチングすればよい。なお、パネル１０の製造方法においては、上記
のように第１電極１２及び正孔注入層１３を連続してエッチングする方法に限定されず、
第１電極１２を形成した後に、金属酸化物の薄膜を形成・パターニングして正孔注入層１
３を形成してもよい。
【００８６】
　ｃ．画素規制層形成
　次に、第１電極１２及び正孔注入層１３が形成された基板１１上に画素規制層１４を形
成する。具体的には、例えば、上記に例示した乾式プロセスとパターニング法を組み合わ
せることにより、正孔注入層１３の端部を覆いながら図２のＸ軸方向に延伸する無機材料
の薄膜を、図２のＹ軸方向に間隔をあけて複数形成する。これにより、図２に示す形状を
有する画素規制層１４を形成できる（図１４（ｂ））。なお、画素規制層１４に有機材料
を用いる場合は、上記に例示した湿式プロセスやフォトリソグラフィ法などを用いて画素
規制層１４を形成できる。
【００８７】
　ｄ．隔壁層形成
　次に、フォトリソグラフィ法により、第１電極１２、正孔注入層１３及び画素規制層１
４が形成された基板１１上に、感光性レジスト材料からなり、第１電極１２に対応する箇
所に開口１５ａを有する隔壁層１５を形成する（図４（ｃ））。隔壁層１５の形成方法の
詳細については後述する。
【００８８】
　ｅ．インク塗布
　次に、開口１５ａのそれぞれに対して、機能性材料、ここでは正孔輸送層１６Ａの材料
を含むインク１６ａを塗布する（図５（ａ））。インク１６ａの塗布方法には、上記に例
示した湿式プロセスを用いることができ、特にインクジェット法が好ましい。なお、イン
ク１６ａは開口１５ａ内で画素規制層１４を超えて連続するように塗布される。これによ
り、開口１５ａ内で図２のＹ軸方向にインク１６ａが流動可能となり、開口１５ａ内のイ
ンク１６ａの塗布むらが低減される。すなわち、この後の乾燥において、開口１５ａ内に
おける正孔輸送層１６Ａの膜厚むらや形成不良の発生が低減する。
【００８９】
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　ｆ．乾燥
　次に、塗布されたインク１６ａを乾燥させる。具体的には、例えば、インク１６ａ塗布
後の基板１１を真空チャンバーなどの真空環境に置くことによって、インク１６ａの溶媒
を蒸発させる。これにより、開口１５ａのそれぞれに機能層である正孔輸送層１６Ａを形
成できる（図５（ｂ））。
【００９０】
　ｇ．有機発光層形成
　次に、正孔輸送層１６Ａの形成方法と同様に、開口１５ａのそれぞれに対して、機能性
材料、ここでは有機発光材料を含むインクを塗布し、さらに当該インクを乾燥させること
により、機能層である有機発光層１６Ｂを形成する（図５（ｃ））。また、塗布する際、
インクは開口１５ａ内の正孔輸送層１６Ａ全面に塗布し、開口１５ａ内で図２のＹ軸方向
にインクが流動できるようにする。これにより、開口１５ａ内のインクの塗布むらが低減
し、その後の乾燥において、開口１５ａ内における有機発光層１６Ｂの膜厚むらや形成不
良の発生が低減する。
【００９１】
　ｈ．電子輸送層形成
　次に、隔壁層１５及び有機発光層１６Ｂを覆うように電子輸送層１７を形成する（図６
（ａ））。電子輸送層１７の形成には、電子輸送層１７の材料に応じて、例えば上記に例
示した乾式プロセスや湿式プロセスを用いることができる。
【００９２】
　ｉ．第２電極形成
　次に、電子輸送層１７を覆うように第２電極１８を形成する（図６（ｂ））。例えば、
上記に例示した乾式プロセスにより、電子輸送層１７上に透明導電性酸化物材料の薄膜を
成膜して第２電極１８を形成する。
【００９３】
　ｊ．封止
　次に、第１電極１２から第２電極１８までを形成した基板１１を封止する。具体的には
、例えば、上記に例示した乾式プロセスにより、第２電極１８までを形成した基板１１の
上面を覆うように無機材料の薄膜を成膜して薄膜封止層１９を形成する（図６（ｃ））。
【００９４】
　以上の方法により、図２に示す断面構造を有するパネル１０が完成する。
【００９５】
　（２）隔壁層１５の形成方法
　以下に、パネル１０の製造方法における、隔壁層１５の形成方法の詳細を説明する。図
７及び図８は、パネル１０の隔壁層形成工程を示す模式断面図である。なお、図７（ｃ）
及び図８に示すハッチングを付さない画素規制層１４は、当該断面に存在するものではな
く、当該断面の紙面奥側に存在する画素規制層１４の表面を表現している。
【００９６】
　ａ．感光性レジスト材料塗布
　まず、図７（ａ）に示すように、第１電極１２、正孔注入層１３及び画素規制層１４が
形成された基板１１上に、感光性レジスト材料１５Ｐを塗布する。塗布方法は、例えばス
リットコート法などの上記に例示した湿式プロセスを用いることができる。また、塗布後
には真空乾燥及び６０℃～１２０℃程度の低温加熱乾燥（プリベーク）などを行って不要
な溶媒を除去し、感光性レジスト材料１５Ｐを基板１１に定着させることが好ましい。な
お、本説明において、感光性レジスト材料１５Ｐは、一例として、ネガ型の感光性を有す
るものを用いている。
【００９７】
　ｂ．マスク露光
　次に、図７（ｂ）に示すように、感光性レジスト材料１５Ｐをマスク露光する。具体的
には、露光機などを用いて、感光性レジスト材料１５Ｐを塗布した基板１１の上方にフォ
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トマスク５１を配置し、フォトマスク５１の上方から基板１１に対して光Ｌ０を照射する
。
【００９８】
　光Ｌ０には、通常ｇｈｉ混合線（４３６ｎｍ、４０５ｎｍ、３６５ｎｍ）を用いるが、
例えばｇ線（４３６ｎｍ）、ｈ線（４０５ｎｍ）、ｉ線（３６５ｎｍ）、エキシマレーザ
、ＥＵＶ、Ｘ線などを用いてもよい。これら光Ｌ０の種類は、隔壁層１５の形成パターン
の線幅及び隔壁層１５の材料に応じて設定する。また、光Ｌ０の露光量も感光性レジスト
材料１５Ｐに応じて適宜設定するが、例えば、１００ｍＪ／ｃｍ2～５００ｍＪ／ｃｍ2と
することができる。
【００９９】
　フォトマスク５１は、光Ｌ０を遮断する遮光部５１ａと、光Ｌ０を透過する透光部５１
ｂとを有しており、フォトマスク５１の第１電極１２に対応する部分はすべて遮光部５１
ａとなっている。具体的に、パネル１０の製造方法においては、基板１１の上方にフォト
マスク５１を配置した際、副画素列ＬＲ、ＬＧ、ＬＢを形成する領域の上方が遮光部５１
ａとなるようなフォトマスク５１を用いる。
【０１００】
　フォトマスク５１の配置により、光Ｌ０は透光部５１ｂを介してのみ感光性レジスト材
料１５Ｐに到達する。したがって、感光性レジスト材料１５Ｐは、透光部５１ｂの下方の
部分のみ感光する。ただし、透光部５１ｂを通過した光Ｌ０の一部は、回折光Ｌ１や反射
光Ｌ２となって、透光部５１ｂの外側（遮光部５１ａ側）に広がるため、感光性レジスト
材料１５Ｐには、透光部５１ｂの直下にある感光領域１５Ｐａと、その周囲にある半感光
領域１５Ｐｂとが形成される。
【０１０１】
　ｃ．現像処理
　次に、図７（ｃ）に示すように、現像処理を行い、感光性レジスト材料１５Ｐの感光領
域１５Ｐａ、半感光領域１５Ｐｂのみを残し、感光性レジスト材料１５Ｐにおける第１電
極１２に対応する箇所を開口する。現像処理は、例えば、感光しなかった感光性レジスト
材料１５Ｐを溶解させる有機溶媒、アルカリ液などの現像液に基板１１を浸し、その後、
純水などのリンス液で基板１１をすすぎ、現像液に溶解した感光性レジスト材料１５Ｐを
除去することによって行われる。これにより、感光性レジスト材料１５Ｐは、正孔注入層
１３の端部を覆いながら図２のＹ軸方向に延伸する部分が、Ｘ軸方向に間隔をあけて複数
並ぶ形状となる。
【０１０２】
　ｄ．全体露光
　次に、図８（ａ）に示すように、現像処理によって一部箇所が開口された感光性レジス
ト材料１５Ｐを全体露光する。例えば、透光部のみからなるフォトマスク５２を基板１１
の上方に配置し、フォトマスク５２の上方から基板１１に対して光Ｌ０を照射する。
【０１０３】
　これにより、半感光領域１５Ｐｂに十分な強度の光Ｌ０が照射され、基板１１上に残っ
た感光性レジスト材料がすべて感光領域１５Ｐａとなる。全体露光における露光量は、感
光性レジスト材料１５Ｐに応じて適宜設定され、例えば、５０ｍＪ／ｃｍ2～５００ｍＪ
／ｃｍ2とすることができる。
【０１０４】
　なお、上記に例示したように、全体が透光性を有するフォトマスクを用いて露光を行う
ことで、前述のマスク露光と全体露光との露光条件が合わせやすくなり、感光領域１５Ｐ
ａの安定化、製造工程の簡略化などを実現できる。具体的には、例えば、光Ｌ０の照射量
に対する感光性レジスト材料１５Ｐの感光量を、マスク露光と全体露光とで合わせること
により、全体露光における感光性レジスト材料１５Ｐの感光量の繊細な調整が可能となり
、感光領域１５Ｐａの状態が安定する。また、例えば、マスク露光と全体露光とで同じ製
造ライン（露光機）を流用でき、製造工程を合理化、簡略化できる。ただし、フォトマス
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ク５２を用いることは必須ではなく、フォトマスク５２なしで直接感光性レジスト材料に
光Ｌ０を照射してもよい。
【０１０５】
　なお、この全体露光における露光量は、半感光領域１５Ｐｂの硬化度を向上させる程度
のものであって、後述する紫外線照射における露光量に比べて小さいため、全体露光にお
いて感光性レジスト材料１５Ｐの分解除去はほとんど発生しない。
【０１０６】
　ｅ．焼成
　次に、図８（ｂ）に示すように、感光性レジスト材料１５Ｐを焼成する。具体的には、
全体露光後の感光性レジスト材料１５Ｐを、ホットプレート、熱風乾燥炉、赤外線ランプ
などで加熱する。焼成温度及び焼成時間は感光性レジスト材料１５Ｐに応じて適宜設定さ
れ、例えば、１５０～２５０℃、３０～１２０分とすることができる。
【０１０７】
　上記焼成により、感光性レジスト材料１５Ｐと基板１１などの下地層との密着性が向上
し、また感光性レジスト材料１５Ｐの密度が増加するため、強度及び有機溶媒耐性の向上
した隔壁層１５を形成することができる。また、感光性レジスト材料１５Ｐが撥液性成分
を含む場合は、上記焼成により、感光性レジスト材料１５Ｐの表面側に撥液性成分が移動
し、撥液性に優れた隔壁層１５を形成することができる。さらに、上記焼成により、現像
処理において除去できなかった感光性レジスト材料１５Ｐや現像液などの残渣を除去でき
、開口１５ａ内の濡れ性を向上させることができる。
【０１０８】
　ここで、焼成前の全体露光により、感光性レジスト材料１５Ｐは全体が十分に感光した
感光領域１５Ｐａとなっているため、焼成による感光性レジスト材料１５Ｐの開口付近の
部分の開口１５ａ側への流動が低減する。すなわち、上記方法によると、熱ダレを低減で
き、比較的傾斜角度の大きな傾斜部１５ｂを有する隔壁層１５を形成できる。
【０１０９】
　ｆ．紫外線照射
　次に、図８（ｃ）に示すように、焼成後の基板１１の上面側に紫外線ＵＶを照射する。
紫外線ＵＶの照射により、傾斜部１５ｂが分解除去され、パネル１０の開口率及び開口１
５ａ内の濡れ性を向上させることができる。特に、隔壁層１５が撥液性成分を含む場合は
、紫外線ＵＶの照射により、傾斜部１５ｂの表面側に移動した撥液性成分が除去され、傾
斜部１５ｂの撥液性が低下するため、開口１５ａの周縁部分の濡れ性がより向上する。ま
た、開口１５ａ内に、現像処理や焼成において除去できなかった感光性レジスト材料１５
Ｐや現像液などの残渣がある場合は、紫外線ＵＶの照射によって、当該残渣を分解除去で
き、開口１５ａ内の濡れ性を向上させることができる。
【０１１０】
　ここで、上記製造方法によると、隔壁層１５形成の際の熱ダレが低減されることにより
、開口１５ａ内の濡れ性を低下させる要因（傾斜角度の小さい傾斜部、開口１５ａ内の残
渣）が発生しにくい。よって、過度な紫外線ＵＶの照射によらず、開口１５ａ内の濡れ性
を確保することができる。したがって、隔壁層１５の膜厚や撥液性が過度に低下すること
により、機能性材料を含むインクが隔壁層１５を越えて隣接する開口１５ａへ流出するこ
とを低減できる。
【０１１１】
　特に、上記製造方法では、焼成後に紫外線ＵＶを照射することなく、開口１５ａ内の濡
れ性を確保することができる場合もあり、紫外線ＵＶの照射は必須ではない。すなわち、
上記製造方法では、隔壁層１５及びインクの物性、開口１５ａの大きさ、開口１５ａ内へ
のインク塗布数など、製造条件に応じて紫外線照射の有無を含めた照射量の最適化を図る
ことができる。なお、紫外線ＵＶを照射する場合の照射量は、例えば、１０００ｍＪ／ｃ
ｍ2～１００００ｍＪ／ｃｍ2とすることができる。また、焼成後に紫外線ＵＶを照射する
場合は、照射後に基板１１全体を再度焼成することが好ましい。これにより紫外線ＵＶの
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照射によって分解された隔壁層１５などの表面を安定化することができる。また、これに
より、紫外線ＵＶの照射によって分解された隔壁層１５などの残渣を除去することができ
る。
【０１１２】
　以上の隔壁層１５の形成方法により、隔壁層１５形成の際の熱ダレを低減でき、隔壁層
１５の傾斜部１５ｂの傾斜角度を比較的大きく形成できる。これによって、パネル１０で
は、開口率の低下を抑制することができ、また正孔輸送層１６Ａ及び有機発光層１６Ｂの
膜厚むらや形成不良の発生も低減できる。
【０１１３】
　４．実施例
　以下では、上記製造方法によって実際にパネル１０の実施例を作成し、その効果を確認
した。なお、実施例は、上記の全体露光における露光量を変化させることによって複数作
成した。具体的には、全体露光における露光量をそれぞれ５０ｍＪ／ｃｍ2、１００ｍＪ
／ｃｍ2、２００ｍＪ／ｃｍ2、５００ｍＪ／ｃｍ2とした実施例１～４を作成した。また
、比較例として、上記の全体露光を行わなかったものも作成した。比較例は全体露光を除
いては、材料や製造方法を含め、実施例と同じ条件で作成した。
【０１１４】
　図９は、全体露光量に対する焼成前後の隔壁層形状を比較する断面写真である。図９の
上段の断面写真は、実施例及び比較例における焼成前の基板１１上の感光性レジスト材料
１５Ｐの形状を示している。また、図９の下段の断面写真は、実施例及び比較例における
焼成後の基板１１上の隔壁層１５（実施例）又は隔壁層９５（比較例）の形状を示してい
る。
【０１１５】
　比較例では、焼成後の隔壁層９５に傾斜角度の小さい傾斜部９５ｂが形成されているこ
とが分かる。一方、実施例１～４では、焼成後の隔壁層１５に比較例よりも傾斜角度の大
きい傾斜部１５ｂが形成されていることが分かる。すなわち、実施例１～４では、比較例
に比べて熱ダレが低減しており、本発明の一態様に係るパネル１０の製造方法によって、
隔壁層１５形成の際の熱ダレを低減できることが実証された。なお、図９に示すように、
全体露光の露光量と傾斜角度とは比例しており、露光量を増加させることにより、熱ダレ
の発生がより低減されることが分かる。
【０１１６】
　また、熱ダレの低減による効果を確認するため、上記の実施例２と比較例とを用いて、
インクの濡れ性を確認した。図１０及び図１１は、インクの濡れ性を比較する平面写真で
ある。平面写真は、隔壁層１５、９５に囲まれた開口１５ａ、９５ａのうち、画素規制層
１４（図の灰色部）に挟まれた第１電極１２及び正孔注入層１３の上方となる領域（中央
の黒色領域）の中心に機能性材料を含むインクを一滴滴下した際の状態を示している。な
お、図１０及び図１１では、実施例２及び比較例において、焼成後の紫外線の照射時間を
変化（０秒、１２０秒、２２０秒）させることによって複数の実施例及び比較例を作成し
た。また、図１０と図１１とでは、隔壁層１５、９５の材料を変更しており、図１１の隔
壁層１５、９５では、図１０の隔壁層１５、９５より撥液性の高い材料を用いた。なお、
図１０及び図１１の中央の黒色領域内に見える白色部は、インクが不均一となっている領
域である。
【０１１７】
　図１０に示すように、実施例２１～２３では、紫外線照射の有無及び時間に関わらず、
インクが開口１５ａの黒色領域内全体に均一に広がっている。一方、比較例２１では、開
口９５ａの黒色領域内に略長方形枠状の白色部が現れている。これは、比較例２１では、
白色部より内側までしかインクが広がっておらず、隔壁層９５付近に未濡れが発生してい
ることを示している。また、比較例２２では、開口９５ａの黒色領域下方において白色部
が現れている。これは比較例２２では、開口９５ａの黒色領域下方においてインクが十分
に広がっておらず、写真下方の隔壁層９５付近に未濡れが発生していることを示している
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【０１１８】
　以上により、傾斜角度の大きい傾斜部１５ｂを有する実施例２１～２３では、傾斜角度
の小さい傾斜部９５ｂを有する比較例２１～２３に比べてインクの濡れ性が向上し、正孔
輸送層１６Ａ及び有機発光層１６Ｂの膜厚むらや形成不良が発生しにくいことが分かる。
なお、比較例２３では、インクが開口９５ａの黒色領域全体に均一に広がっているが、前
述したように、過度の紫外線照射は、隔壁層９５の撥液性を過度に低下させ、インクが隔
壁層９５を越えて隣接する開口９５ａに流出する恐れがある。よって、実施例２１～２３
のように製造条件に応じて広い範囲から紫外線の照射時間（量）を選択できる方が好まし
い。
【０１１９】
　また、図１１では、紫外線を照射しなかった実施例２４を除き、実施例２５及び実施例
２６では、インクが開口１５ａの黒色領域全体に均一に広がっている。一方、比較例２４
～２６では、紫外線照射の有無及び時間に関わらず、開口９５ａの黒色領域内に白色部が
現れており、インクが開口９５ａの黒色領域内に十分に広がらずに未濡れが発生している
。
【０１２０】
　以上により、図１１のように撥液性が向上した隔壁層材料を用いた場合であっても、熱
ダレを低減することが濡れ性の向上に効果があることが分かる。なお、実施例２４では未
濡れが発生しているが、インクの滴下数を増やすことにより、隔壁層１５付近の未濡れを
改善することが可能である。一方、比較例２４～２６のように濡れ性が悪い開口９５ａに
対しては、隔壁層９５付近へインクを滴下する必要があり、隣接する開口９５ａへのイン
クの流出が発生しやすくなってしまう。
【０１２１】
　５．備考
　（１）隔壁層１５の平面形状（ピクセルバンク形状）
　パネル１０では、隔壁層１５の平面形状としてラインバンク形状を採用したが、これに
限られず、例えば隔壁層の平面形状がピクセルバンク形状であっても、本発明の一態様で
ある有機ＥＬ表示パネルの製造方法は同様の効果を奏する。図１２は、有機ＥＬ表示パネ
ル３０の画像表示面の一部を拡大した模式平面図である。有機ＥＬ表示パネル３０（以下
、「パネル３０」という。）は、ピクセルバンク方式を採用し、画素規制層１４及び隔壁
層１５に代え、隔壁層３５を備える。なお、パネル３０では、隔壁層３５を除いてはパネ
ル１０と同じ構成であり、パネル１０と同じ部分については、パネル１０と同一の符号を
付し、説明は省略又は簡略する。
【０１２２】
　隔壁層３５は、隔壁層１５と同じ材料からなるが、形状が異なり、第１電極のそれぞれ
に一対一に対応する各開口３５ａを有する。開口３５ａには、副画素ＳＰＲ、副画素ＳＰ
Ｇ、副画素ＳＰＢのいずれかが一つ配置されている。すなわち、隔壁層３５は有機ＥＬ素
子ごとに正孔輸送層１６Ａ及び有機発光層１６Ｂを区画する格子状となっている。
【０１２３】
　このような隔壁層３５は、例えば、隔壁層１５の形成方法において、マスク露光の際の
フォトマスクのパターンを変更することによって形成できる。すなわち、例えばネガ型の
感光性レジスト材料を用いる場合は、基板の上方に配置した際、遮光部が副画素ＳＰＲ、
ＳＰＧ、ＳＰＢの形成領域の上方となり、透光部が遮光部を区画する格子状であるフォト
マスクを用いてマスク露光すればよい。
【０１２４】
　隔壁層３５の形成においても隔壁層１５と同様に、現像処理と焼成との間に全体露光を
行うと、熱ダレを低減できる。したがって、隔壁層３５の傾斜部の傾斜角度を比較的大き
く形成できる。これにより、パネル３０では、パネル１０と同様に、開口率の低下を抑制
でき、正孔輸送層１６Ａ及び有機発光層１６Ｂの膜厚むら、形成不良の発生も低減できる
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【０１２５】
　（２）その他
　パネル１０では、画素規制層１４の延伸方向が図２のＸ軸方向、隔壁層１５の延伸方向
が図２のＹ軸方向であったが、画素規制層及び隔壁層の形状はこれに限られない。具体的
には、画素規制層と隔壁層とは交差する関係にあればよく、９０°以外の角度で交わって
もよい。また、画素規制層及び隔壁層の延伸方向は、パネル１０の画像表示面の辺と平行
（図２のＸ軸方向又はＹ軸方向）に限定されず、いずれか又は両方の延伸方向が画像表示
面の辺のいずれとも平行でない方向であってもよい。
【０１２６】
　パネル１０の画素規制層１４は、Ｘ軸方向に延伸する部分がＹ軸方向に間隔をあけて複
数配列された形状であったが、画素規制層の形状はこれに限られない。例えば、隔壁層３
５と同じように、第１電極１２と一対一に対応する開口を有する格子状であってもよい。
この場合、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢに隣接する隔壁層１５の下部付近にも画素規制
層が配置され、この部分におけるインクの濡れ性を向上させることができる。ただし、画
素規制層１４のように、一方向に延伸する形状であると、パネル１０の開口率や開口１５
ａ内の平坦性を向上させやすい。
【０１２７】
　パネル１０、３０では、隔壁層１５、３５を形成する際に、焼成又は紫外線照射の後に
、感光性レジスト材料に前述の撥液性を付与する表面処理を行ってもよい。なお、パネル
１０、３０では、隔壁層１５、３５の形成の際の熱ダレが低減されることにより、傾斜部
の傾斜角度を比較的大きく形成できるため、隔壁層１５、３５が撥液性を有していても、
開口１５ａの濡れ性に与える影響を低減できる（図１１参照）。
【０１２８】
　パネル１０、３０では、開口１５ａ、３５ａのそれぞれに対して、湿式プロセス、すな
わち機能性材料を含むインクを塗布し、さらにインクを乾燥させることにより形成する機
能層は、正孔輸送層１６Ａと有機発光層１６Ｂとであったが、当該機能層はこれに限られ
ない。少なくとも一つの機能層が、湿式プロセスを用いて隔壁層の開口内に形成されれば
よく、当該機能層は、有機発光層、正孔・電子注入層、正孔・電子輸送層、正孔・電子阻
止層、バッファ層などのいずれであってもよい。また、湿式プロセスにより形成する機能
層は、副画素あたり一つでも三つ以上であってもよい。例えば、湿式プロセスにより形成
する機能層を正孔輸送層１６Ａ及び有機発光層１６Ｂの一方のみとし、他方は乾式プロセ
スを用いて形成してもよい。この際、乾式プロセスで形成する機能層の形状は任意であっ
て、例えば、副画素ごと又は隔壁層の開口ごとに独立して形成されてもよいし、複数の副
画素又は複数の隔壁層の開口に共有されるように形成されてもよい。また、例えば、湿式
プロセスにより形成する機能層を有機発光層１６Ｂのみとし、正孔輸送層１６Ａは形成し
ない構成であってもよい。さらに、例えば、正孔注入層１３や電子輸送層１７が湿式プロ
セスを用いて開口１５ａ、３５ａ内に形成される構成であってもよい。
【０１２９】
　パネル１０、３０では、一例として画像表示面を長方形状としたが、画像表示面の形状
に限定はなく、例えば、三角形、正方形、五角形などの多角形、円形、楕円形、またはこ
れらを組み合わせた形状であってもよい。なお、画像表示面における画像表示領域（副画
素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢの形成範囲）は、画像表示面に合わせた形状としてもよいし、
まったく異なる形状、例えば長方形状の画像表示面に対して画像表示領域が楕円形などで
あってもよい。
【０１３０】
　パネル１０、３０では、図１及び図２に示すように、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢの
配列方向が、パネル１０、３０の画像表示面の長手方向及び短手方向と平行であったが、
これに限られない。例えば、副画素ＳＰＲ、ＳＰＧ、ＳＰＢが千鳥状に配列されていても
よい。
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　また、パネル１０、３０では、赤色、緑色、青色にそれぞれ発光する副画素ＳＰＲ、Ｓ
ＰＧ、ＳＰＢが配列されていたが、副画素の発光色はこれに限られず、例えば赤１色や、
赤色、緑色、青色及び黄色の４色であってもよい。また、一つの画素Ｐにおいて、副画素
は１色あたり１個に限られず、複数配置されてもよい。また、画素Ｐにおける副画素の配
列は、図２、図１４に示すような、赤色、緑色、青色の順番に限られず、これらを入れ替
えた順番であってもよい。また、画素Ｐでは、副画素がＸ軸方向に並んでいたが、画素に
おける副画素の配置はこれに限られず、例えば副画素がＹ軸方向に並んでもよいし、３つ
の副画素が三角形の頂点に位置する配置であってもよい。
【０１３２】
　また、パネル１０、３０では、第１電極１２を陽極、第２電極１８を陰極としたが、こ
れに限られず、第１電極を陰極、第２電極を陽極とする逆構造であってもよい。
【０１３３】
　また、パネル１０、３０では、隔壁層１５、３５には、有機ＥＬ素子が配置される開口
１５ａ、３５ａのみが形成されていたが、第２電極１８が有する抵抗成分による電圧降下
の影響を低減するためのバスバー（補助電極）が配置される開口が形成されていてもよい
。
【０１３４】
　また、パネル１０、３０では、トップエミッション型かつアクティブマトリクス方式の
有機ＥＬ表示パネルとしたが、これに限られず、例えばボトムエミッション型又はパッシ
ブマトリクス方式を採用してもよい。
【０１３５】
　なお、上記変更の際は、パネル１０、３０の構成・製造方法も適宜変更される。
【産業上の利用可能性】
【０１３６】
　本発明に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法は、テレビ、パーソナルコンピュータ、携
帯端末、業務用ディスプレイなど様々な電子機器に用いられる表示パネルの製造方法とし
て広く利用することができる。
【符号の説明】
【０１３７】
　１０、３０　有機ＥＬ表示パネル
　１１　基板
　１２　第１電極
　１５、３５、９５　隔壁層
　１５ａ、３５ａ、９５ａ　開口
　１５Ｐ、１５Ｐｘ　感光性レジスト材料
　１６Ａ　正孔輸送層（機能層）
　１６Ｂ　有機発光層（機能層）
　１６ａ　インク
　１８　第２電極
　５１、５２、６１　フォトマスク
　ＵＶ　紫外線
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剂材料施加到形成有第一电极的基板上， 在光敏抗蚀剂材料被掩模曝光
之后，执行显影处理以打开与每个第一电极相对应的光敏抗蚀剂材料的
一部分，并且暴露区域被暴露。 性抗蚀剂材料暴露整体，烧制是整个曝
光感光抗蚀剂材料，制造有机EL显示面板的方法。
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